Fasta tillstandets fysik

FFFFO5

» Carina Fasth; carina.fasth@ftf.lth.se
* Rum B108

« www.ftf.Ith.se/courses/FFFF05

Kurslitteratur

Kompendium

* saljs hos Media-Tryck
(ungefar 150 kr)

* pdf pa hemsidan

Pa hemsidan

» dvningsuppgifter

* labhandledningar

+ formelsamling

* kvantmekanikrepetition
* begreppslista

2019-01-21



Ovningar och forelidsningar

* Fr o m forelasning 9 samlaser vi med nano
(FFFFO1). Martin Leijnse och jag delar pa
forelasningarna.

+ Titta pa planeringen! (preliminér!)
« Ovningar 2 ggr/vecka — oregelbundna tider. Titta
pa schemat!

« Kan dven ga pa nanos ovningar — titta pa
schemat for FFFFO1!

Laborationer

« Labanmalan via doodle (mail torsdag eller fredag)

» Forberedelseuppgifter Iamnas in vid labbens borjan.

+ Konduktivitet och Halleffekt: 4 timmar laboration +
laborationsrapport

* pn-6vergangen: 3 timmar laboration + 2 timmar muntlig
redovisning ca 1 vecka senare.
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Lab 1: Konduktivitet och Halleffekt

tid  Imgjligtforr |

11/2 13-17 pat

12-13/2 8-10, 10-12 pat, mio

15/2 8-12 pat, mio

19/2 13-17 mio

20/2 13-17 pat, mio

22/2 8-12 pat, mio Krock lab 2

* "mojligt for” betyder att labtiden inte krockar med nagot
moment i den/de alternativobligatoriska kurser som listas.
pat = ETIAO1
mio = MIO012

Lab 2: pn-6vergangen

labtid | redov-tid | mdjligt for

2172 9-12 282 10-12 pat
2212 9-12 13 810 pat, mio Krock lab 1
1316 1/3 1517 mio
2612 9-12 413 13-15 pat
13-16 53 810 mio
13 912 8/3  13-15 pat, mio

1/3 15-18 7/3  10-12 pat, mio
4/3 10-13 8/3 1517 pat, mio

* "mojligt for” betyder att labtiden inte krockar med nagot
moment i den/de alternativobligatoriska kurser som listas.
pat = ETIAO1
mio = MIO012
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Tentamen

 Skriftlig tentamen
Mandag 18/3 14-19, Victoriastadion

For godkant betyg behovs aven godkanda
laborationer.

Naturvetenskap - ingenjorsvetenskap

Naturfenomen: vi vill beskriva och anvanda dem.
Ibland racker enkel beskrivning, ibland inte...
Forstaelse av fenomen -> konstruktion/design/osv

Matematik: inte naturvetenskap, snarare
filosofi/logik. Vi har konstruerat amnets regler.

Ingenjorsamnen, ex: maskinteknologi,
reglerteknik, datavetenskap. Forhaller sig till bas
som vi har konstruerat.
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elldra, faltteori atomfysik, atomér bindning,

optik vaglara . statistisk fysik kemi
termodynamik kvantmekanik
mekanik vantmekani

samhallets nyfikenhet

behov

halvledarfysik
elektroniska och
virmeledning optoelektroniska

magnetism _ komponenter
supraledning material-

« Piezoelektriska

nanofysi _
material

mekaniska
egenskaper

yifysik  termoelektricitet ~ Vetenskap + mycket mer

FTF karakteriseras av:

Kombination av idéer fran flera omraden
* Approximationer

Uppskattningar

Jamforelse teori-experiment

Nar ar olika modeller relevanta?
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Modeller (beskrivningar)

* modell — observation?

* rimligt? Tillrdckligt? * férenkla!

« férandra/forfina modell °vadska vita med?
modell? 4 *vad kan vi prova

tolkhing att utelamna?
rakna/exXperiment

Syfte

* FTF-omradets andel av och betydelse inom den totala
teknikutvecklingen och anvandningen i samhallet i dag
ar enorm och kommer inte att avta, snarare tvartom.

» Anvanda begrepp och insikter fran flera delar av fysiken,
trana abstrakt tdnkande och att vara aktivt medveten om
teorier och deras giltighetsomraden.

* Grund fér manga tillampningar och produkter, bl a
elektronik och optoelektronik pa mikro- och nanoskala,
materialegenskaper, forskning och utveckling inom
omradet.




Innehall:

* Metaller och halvledare: kristallina material

© - Bildsintel

Bild: azonano

* Elektronnivastruktur och elektriska/optiska
egenskaper

Kap 2: Elektronen som partikel

* Elektroner i metaller fria att rora sigi hela
kristallen.
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* Modell: ideal gas av laddade partiklar
* Nagra olika begrepp
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Kap 4: Frielektronmodellen
* Modell: materialbiten som en kvantbrunn

¢(x) |p(x)?

0 x L 0 x L

* Diskreta tillstand och Pauliprincipen

Kap 5: Bandstruktur
* Modell: periodisk potential fran jonerna
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* Bandgap, halvledare
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Band gap energy (eV)

Kap 6: Halvledare
* Vi har nytta av bade partikel- och vag-begrepp

Band gaps of different semiconductors
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* Finns manga olika halvledare, och vi kan styra
vissa egenskaper.

Kap 7: pn-6vergang
* Grundlaggande struktur i komponenter
* Dioder, transistorer, LEDs, solceller




Kap 10: Metall-Oxid-Halvledarévergangen
* Grundlaggande struktur for komponenter
* MOS-kondensator, CCD, MOS-transistor

Gate oxide Gate 1 i . Bild: intel
metalisation ; ! :

Source

P type silicon
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